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論文内容の要旨
本研究は，電電公社の電子交換機用ファイル記憶装置に，磁気バフ守ル記憶を導入する実用化の一環
として行ったものである。
実用的性能を有するイットリウム・サマリウム鉄ガーネット (YSmIG) を対象に，無欠陥エピタ
キシャル成長膜を 歩留りよく得ること また YSmIG より高移動度の磁区 および、微小な磁区を形
成するガーネット材料を見出すことを目的とした。
エピタキシャル成長させるために必要な基板結晶ガドリニウム・ガリウムガーネット (GGG) を引
上げ法で成長させた。成長雰囲気の酸素分圧の制御および成長初期に発生する転位の伝搬を防ぐこと
により，高品質GGG を得た。この GGG を板1犬に加工し，コロイダルシリカを用いたメカノケミカル
研摩法により，傷のない基板を製作する技術を確立した。また，ガーネット成分がフラックスに飽和
する温度を正確に測定する方法を見出し，成長毎に磁気特性が変化する原因について新たな知見を得
た。これらにより 歩留りよくガーネット膜を成長させることができた。
新しいガーネット材料の研究において， YSmIG より，磁区移動度が約10倍高い (YLuCa)3 (Fe 
TiGe) s 012 結品膜，また直径2.5μmの微小な磁区を形成できる (SmLu)3 (FeAI)s012 , (EuLu)3 
(FeAl)s 012 結晶膜を製作した。
これらの研究は，当面の電子交換機用記憶装置の実用化に寄与するとともに，さらに高性能な記憶
装置に使用しうるガーネット材料の実現に貢献した。
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論文の審査結果の要旨
本論文は電子交換機用記憶装置のために開発された磁気バフゃルメモリに使用されたガーネット膜の
高品質化に関する研究をまとめたものである。先ず基板である GG G (ガドリニウム・ガリウム・ガ
ーネット)の引上げについていろいろな欠陥の性質をしらべ，酸素ガス分圧むよび結晶回転数の最適
化をはかつて欠陥密度が 1 個/cm2以下の高品質のものをうる方法を見出している。次に GGG を基板
として用いるための加工法について実験を行い，残留加工傷の検出，研摩，洗浄法を確立している。
つづいてバブル用ガーネット膜の LPE成長法について実験を行い，飽和温度の決定，同一融液から
磁性膜を連続的に等温成長させる時の条件などについて新しい知見をえている。さらに磁気バブルの
情報密度を上げるため， 2 ~3μm径のバブルをもつような材料を探し，ルテシウム・鉄ガーネット
に Eu ， Sm を加えた (LuEu) 3 Fe5 0 12 , (LuSm) 3 Fe5 0 12 膜をえ，一方高速用バブル材料として (YLu
TiGe) 鉄ガーネットを見出している。本論文は制御情報機器の材料の分野に多大な貢献をしており学
位論文として価値ありと認める。
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